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光は高速で大容量という特徴をもつ一方、微小領域に光を閉じ込め
たり、小さな光エネルギーで光情報処理行うことは難しいとされていま
す。フォトニック結晶によりこれらの光技術の根源的な弱点を克服し、
実現が極めて困難と考えられていた光集積回路に向けた研究に取り
組んでいます。

インジウムリン系化合物半導体を材料としたフォトニック結晶ナノ共振
器を用いた全光ビットメモリの開発に成功。メモリ保持に必要なバイア
ス光のパワーが最低値40μWと従来の半導体レーザの光双安定動
作を用いた光メモリに比べ約2桁低減しており、低消費エネルギー動
作を実現しています。

本メモリは、超小型で集積化が可能であり、低パワーの光で動作する
ことから実用的な光メモリ実現に道を拓き、デジタル情報を電気信号
に変換することなく光のまま伝送・処理する光情報処理により、消費
電力や処理速度など電子機器に起因する現在のネットワークの限界
を超える可能性を示すものです。

0 500

1

10
100

光
入
力

[μ
W

]
メ
モ
リ
出

力
[a

. u
.]

時間 (ns)

40μW40μW
ビット書込み ビット消去

消去した場合

消去しない場合ON

OFF OFF

図1 InGaAsPフォトニック結晶ナノ共振器素子

図2 メモリ書き込み、消去動作
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